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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像表示領域を有する基板と、
　前記基板の前記画像表示領域に形成された画素電極と、
　前記基板の前記画像表示領域に形成された共通電極と、
　前記基板の前記画像表示領域の内側に形成されて前記画素電極に電気的に接続される複
数の内側信号線と、
　前記基板の前記画像表示領域の外側に形成されて前記複数の内側信号線にそれぞれ電気
的に接続される複数の外側信号線と、
　前記基板の前記画像表示領域の内側及び外側に形成されて前記共通電極に電気的に接続
されるコモン線と、
　複数の導電層と、
　を有し、
　前記画素電極と前記共通電極の間に生じる電界を利用した光の制御で画像を表示し、
　前記複数の内側信号線と前記共通電極との間にカップリング容量が形成され、
　前記複数の外側信号線のそれぞれ及び前記複数の内側信号線のそれぞれの少なくとも一
方は、第１部分と、前記第１部分よりも電気抵抗が高い第２部分と、を含み、
　前記第２部分を覆うように絶縁膜が設けられ、
　前記絶縁膜には、前記第２部分を露出する複数のコンタクトホールが、前記第２部分の
長さ方向に間隔をあけて形成され、
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　２つ以上の前記コンタクトホールで前記第２部分に電気的に接続するように前記絶縁膜
の上に前記複数の導電層のそれぞれが形成され、
　前記複数の導電層は、それぞれ、前記第２部分の材料とは電気抵抗が異なり、前記第２
部分の長さ方向に沿った長さが相互に異なることを特徴とする表示装置。
【請求項２】
　画像表示領域を有する基板と、
　前記基板の前記画像表示領域に形成された画素電極と、
　前記基板の前記画像表示領域に形成された共通電極と、
　前記基板の前記画像表示領域の内側に形成されて前記画素電極に電気的に接続される内
側信号線と、
　前記基板の前記画像表示領域の外側に形成される外側信号線と、
　前記内側信号線と前記外側信号線との間で電気的な導通及び遮断を切り替えるスイッチ
ング素子と、
　前記スイッチング素子に制御信号を入力するための制御線と、
　前記基板の前記画像表示領域の内側及び外側に形成されて前記共通電極に電気的に接続
されるコモン線と、
　を有し、
　前記画素電極と前記共通電極の間に生じる電界を利用した光の制御で画像を表示し、
　前記内側信号線と前記共通電極との間にカップリング容量が形成され、
　前記制御線は、第１部分と、前記第１部分よりも電気抵抗が高い第２部分と、を含み、
　前記第２部分を覆うように絶縁膜が設けられ、
　前記絶縁膜には、前記第２部分を露出する複数のコンタクトホールが、前記第２部分の
長さ方向に間隔をあけて形成され、
　前記第２部分は、屈曲部を有し、
　前記屈曲部を間に挟む２つ以上の前記コンタクトホールで前記第２部分に電気的に接続
するように前記絶縁膜の上に導電層が形成され、
　前記導電層は、前記第２部分の材料とは電気抵抗が異なり、前記第２部分の前記屈曲部
と重ならない部分を有することを特徴とする表示装置。
【請求項３】
　請求項２に記載された表示装置において、
　ｎ本の前記制御線と、
　前記制御線と同じ数のｎ個ごとにグループ化され、各グループではそれぞれ異なる前記
制御線で制御されるｍ個の前記スイッチング素子と、
　ｍ個の前記スイッチング素子のそれぞれに１本が電気的に接続されるｍ本の前記内側信
号線と、
　各グループのｎ個の前記スイッチング素子に１本から分岐して電気的に接続する（ｍ／
ｎ）本の前記外側信号線と、
　を有し、
　ｎ本の前記制御線の１つに制御信号が入力されることで、各グループの１つの前記スイ
ッチング素子が、１本の前記外側信号線と１本の前記内側信号線を接続することを特徴と
する表示装置。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれか１項に記載された表示装置において、
　前記導電層は、前記第２部分の材料よりも電気抵抗率の低い材料からなることを特徴と
する表示装置。
【請求項５】
　請求項１から３のいずれか１項に記載された表示装置において、
　前記導電層は、放熱層であり、前記第２部分の材料よりも熱伝導率が高い材料からなる
ことを特徴とする表示装置。
【請求項６】
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　請求項１から５のいずれか１項に記載された表示装置において、
　前記第２部分は、ポリシリコンからなることを特徴とする表示装置。
【請求項７】
　請求項１に記載された表示装置において、
　前記第２部分は、直線を描くように延びることを特徴とする表示装置。
【請求項８】
　請求項１に記載された表示装置において、
　前記複数のコンタクトホールは、最も離れた一対の第１コンタクトホールと、前記一対
の第１コンタクトホールに挟まれた位置にある第２コンタクトホールと、を含み、
　前記複数の導電層のいずれかは、少なくとも前記一対の第１コンタクトホールで前記第
２部分に電気的に接続することを特徴とする表示装置。
【請求項９】
　請求項１から８のいずれか１項に記載された表示装置において、
　前記基板と重ねられたタッチパネルをさらに有することを特徴とする表示装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　インターフェースとしてタッチパネルを備えた表示装置が知られている（特許文献１参
照）。タッチパネルのうち、静電容量式タッチパネルは、指先で触れるだけでスムーズに
動作するため、スマートフォンなどに広く使用されている。タッチパネルに表示パネルが
重ねられて表示装置が構成される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－８３４９１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　表示パネルには、画像を形成するための画像信号を供給する多数の信号線が形成されて
おり、画像信号によって電磁波ノイズが生じる。静電容量式タッチパネルは、微量な静電
容量変化を検出する必要があるため、周囲からのノイズによって位置検出精度に影響を及
ぼす。
【０００５】
　本願の発明者が解析したところ、基準電位に設定される共通電極と信号線との間にカッ
プリング容量が形成され、信号線を通る画像信号によって共通電極の電位が変動すること
が分かった。信号線からの電磁波ノイズに加えて、共通電極にも電位の変動による電磁波
ノイズが生じ、静電容量式タッチパネルが誤作動する可能性がある。
【０００６】
　本発明は、基準電位に設定される共通電極の電位変動を抑えることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　（１）本発明に係る表示装置は、画像表示領域を有する基板と、前記基板の前記画像表
示領域に形成された画素電極と、前記基板の前記画像表示領域に形成された共通電極と、
前記基板の前記画像表示領域の内側に形成されて前記画素電極に電気的に接続される内側
信号線と、前記基板の前記画像表示領域の外側に形成されて前記内側信号線に電気的に接
続される外側信号線と、前記基板の前記画像表示領域の内側及び外側に形成されて前記共
通電極に電気的に接続されるコモン線と、を有し、前記画素電極と前記共通電極の間に生
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じる電界を利用した光の制御で画像を表示し、前記内側信号線と前記共通電極との間にカ
ップリング容量が形成され、前記外側信号線及び前記内側信号線の少なくとも一方は、第
１部分と、前記第１部分よりも電気抵抗が高い第２部分と、を含むことを特徴とする。本
発明によれば、内側信号線に伝達される信号は、外側信号線を通るときに第２部分の電気
抵抗の高さによって遅延する。信号の遅延により、内側信号線とのカップリング容量の影
響を受ける共通電極の電位変動のピークレベルを下げる。これにより、基準電位に設定さ
れる共通電極の電位変動を抑えることができる。
【０００８】
　（２）本発明に係る表示装置は、画像表示領域を有する基板と、前記基板の前記画像表
示領域に形成された画素電極と、前記基板の前記画像表示領域に形成された共通電極と、
前記基板の前記画像表示領域の内側に形成されて前記画素電極に電気的に接続される内側
信号線と、前記基板の前記画像表示領域の外側に形成される外側信号線と、前記内側信号
線と前記外側信号線との間で電気的な導通及び遮断を切り替えるスイッチング素子と、前
記スイッチング素子に制御信号を入力するための制御線と、前記基板の前記画像表示領域
の内側及び外側に形成されて前記共通電極に電気的に接続されるコモン線と、を有し、前
記画素電極と前記共通電極の間に生じる電界を利用した光の制御で画像を表示し、前記内
側信号線と前記共通電極との間にカップリング容量が形成され、前記制御線は、第１部分
と、前記第１部分よりも電気抵抗が高い第２部分と、を含むことを特徴とする。本発明に
よれば、スイッチング素子に入力される制御信号は、制御線を通るときに第２部分の電気
抵抗の高さによって遅延する。制御信号の遅延より、スイッチング素子の動作が遅くなる
ので、内側信号線に伝達される信号が遅延する。これにより、内側信号線とのカップリン
グ容量の影響を受ける共通電極の電位変動のピークレベルが下がるので、基準電位に設定
される共通電極の電位変動を抑えることができる。
【０００９】
　（３）（２）に記載された表示装置において、ｎ本の前記制御線と、前記制御線と同じ
数のｎ個ごとにグループ化され、各グループではそれぞれ異なる前記制御線で制御される
ｍ個の前記スイッチング素子と、ｍ個の前記スイッチング素子のそれぞれに１本が電気的
に接続されるｍ本の前記内側信号線と、各グループのｎ個の前記スイッチング素子に１本
から分岐して電気的に接続する（ｍ／ｎ）本の前記外側信号線と、を有し、ｎ本の前記制
御線の１つに制御信号が入力されることで、各グループの１つの前記スイッチング素子が
、１本の前記外側信号線と１本の前記内側信号線を接続することを特徴としてもよい。
【００１０】
　（４）（１）から（３）のいずれか１項に記載された表示装置において、前記第２部分
を覆う絶縁膜をさらに有し、前記絶縁膜には、前記第２部分を露出する複数のコンタクト
ホールが、前記第２部分の長さ方向に間隔をあけて形成されていることを特徴としてもよ
い。
【００１１】
　（５）（４）に記載された表示装置において、２つ以上の前記コンタクトホールで前記
第２部分に電気的に接続するように前記絶縁膜の上に形成された導電層をさらに有し、前
記導電層は、前記第２部分の材料よりも電気抵抗率の低い材料からなることを特徴として
もよい。
【００１２】
　（６）（４）に記載された表示装置において、いずれかの前記コンタクトホールで前記
第２部分に接触するように前記絶縁膜の上に形成された放熱層をさらに有し、前記放熱層
は、前記第２部分の材料よりも熱伝導率が高い材料からなることを特徴としてもよい。
【００１３】
　（７）（１）から（６）のいずれか１項に記載された表示装置において、前記第２部分
は、ポリシリコンからなることを特徴としてもよい。
【００１４】
　（８）（１）から（７）のいずれか１項に記載された表示装置において、前記第２部分
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は、直線を描くように延びることを特徴としてもよい。
【００１５】
　（９）（１）から（７）のいずれか１項に記載された表示装置において、前記第２部分
は、屈曲部を有することを特徴としてもよい。
【００１６】
　（１０）（１）から（９）のいずれか１項に記載された表示装置において、前記基板と
重ねられたタッチパネルをさらに有することを特徴としてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る表示装置を備えた機器の斜視図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係る表示装置の概要を示す断面図である。
【図３】表示パネルの基板を示す図である。
【図４】画像を表示するための回路を示す図である。
【図５】外側信号線が形成された領域の詳細を示す図である。
【図６】図５に示す領域のVI－VI線断面図である。
【図７】図５に示す領域のVII－VII線断面図である。
【図８】図５に示す実施形態の変形例１を示す図である。
【図９】図８に示す領域のIX－IX線断面図である。
【図１０】図５に示す実施形態の変形例２を示す図である。
【図１１】図５に示す実施形態の変形例３を示す図である。
【図１２】図５に示す実施形態の変形例４を示す図である。
【図１３】図５に示す実施形態の変形例５を示す図である。
【図１４】図５に示す実施形態の変形例６を示す図である。
【図１５】本発明の第２の実施形態に係る表示装置が有する表示パネルの基板を示す図で
ある。
【図１６】画像を表示するための回路を示す図である。
【図１７】制御線を示す図である。
【図１８】第２の実施形態の変形例１を示す図である。
【図１９】第２の実施形態の変形例２を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明の実施形態について、図面を参照して説明する。
【００１９】
［第１の実施形態］
　図１は、本発明の第１の実施形態に係る表示装置を備えた機器の斜視図である。図１に
示す機器１０００は、本発明の表示装置をスマートフォンに適用した例であり、タッチイ
ンターフェースを有する。
【００２０】
　図２は、本発明の第１の実施形態に係る表示装置の概要を示す断面図である。表示装置
は、表示パネル１０を有する。本実施形態では、表示パネル１０は、液晶表示パネルであ
って、一対の基板１２，１４（ガラス基板）を有し、両者間には図示しない液晶が介在す
る。基板１２，１４には、それぞれ、偏光板１６が貼り付けられている。一方の基板１２
の周縁部には、液晶を駆動するためのドライバ回路を内蔵する集積回路チップ１８が搭載
され、フレキシブル配線基板２０が取り付けられている。あるいは、表示パネル１０は、
有機ＥＬ（Electro Luminescence）パネルであってもよい。
【００２１】
　表示装置は、タッチパネル２２（例えば静電容量結合方式のタッチパネル２２）を有す
る。タッチパネル２２と表示パネル１０とは、粘着層２４によって貼り付けられている。
タッチパネル２２が、画像を表示する表示パネル１０に重ねられているので、画像に対し
て指による入力が可能になっている。タッチパネル２２には、フレキシブル配線基板２６
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が電気的に接続されている。
【００２２】
　表示装置は、カバー基板２８を有する。カバー基板２８は、光透過性材料（例えばガラ
ス）からなる。カバー基板２８には、画像を表示する領域を囲むように遮光膜３０が形成
されている。遮光膜３０が形成された面が、粘着層３１を介して、タッチパネル２２に貼
り付けられている。
【００２３】
　図３は、表示パネルの基板を示す図である。基板１２は、画像表示領域３２を有する。
画像表示領域３２には、複数の画素から画像が構成される。複数の画素は、図２にも示す
集積回路チップ１８に内蔵されるドライバ回路による駆動によって、明るさのレベルが変
わるようになっている。駆動は走査方式で行うため、基板１２には走査回路３４が形成さ
れている。例えば、矩形の画像表示領域３２の対向する二辺の隣にそれぞれ走査回路３４
が形成され、他の一辺の隣に集積回路チップ１８が搭載される。
【００２４】
　図４は、画像を表示するための回路を示す図である。画像表示領域３２には画素電極３
６が形成されている。複数の画素電極３６によって画素が形成されるので、複数の画素電
極３６を囲む領域が画像表示領域３２である。画像表示領域３２には共通電極３８が形成
されている。共通電極３８は基準電位（例えばＧＮＤ）に設定され、画素電極３６には、
画素の明るさに応じた電圧が印加される。画素電極３６と共通電極３８の間に生じる電界
を利用した光の制御（例えば液晶の駆動）で画像が表示される。
【００２５】
　共通電極３８は、画像表示領域３２の内側及び外側にわたって延びるコモン線４０に電
気的に接続している。画素電極３６は、信号線４２に電気的に接続されている。詳しくは
、画素電極３６と信号線４２との間にスイッチング素子４４（例えば薄膜トランジスタ）
が接続されており、画素電極３６と信号線４２の電気的な導通及び遮断を行えるようにな
っている。スイッチング素子４４は、走査回路３４から引き出された走査線４６に接続さ
れており、走査線４６に入力される走査信号によって駆動（オン／オフ）される。
【００２６】
　信号線４２は、画像表示領域３２の内側にある内側信号線４１と、画像表示領域３２の
外側にある外側信号線４３からなる。内側信号線４１が画素電極３６に電気的に接続され
る。内側信号線４１は、金属などの電気抵抗率が低い材料から形成されている。内側信号
線４１が共通電極３８の近くを通るため、内側信号線４１と共通電極３８との間にカップ
リング容量Ｃが形成される。カップリング容量Ｃによって、基準電位に設定されるはずの
共通電極３８の電位が変動するが、本実施形態ではその変動を抑えるために次の特徴を有
する。
【００２７】
　図５は、外側信号線が形成された領域の詳細を示す図である。図６は、図５に示す領域
のVI－VI線断面図である。図７は、図５に示す領域のVII－VII線断面図である。
【００２８】
　外側信号線４３は、第１部分４８と第２部分５０とを含む。第１部分４８は、金属など
の電気抵抗率が低い材料から形成されており、その材料は内側信号線４１と同じ材料であ
ってもよい。第２部分５０は、第１部分４８よりも電気抵抗が高く、例えば電気抵抗率の
高い材料（例えば半導体材料）からなる。また、第２部分５０は、図４に示す内側信号線
４１よりも電気抵抗率の高い材料から形成されている。図５の例では、内側信号線４１に
近い側に第２部分５０が位置し、内側信号線４１から離れた側に第１部分４８が位置して
いるが、逆であってもよいし、一対の第１部分４８の間に第２部分５０があってもよいし
、一対の第２部分５０の間に第１部分４８があってもよい。本実施形態では、第１部分４
８は、図３に示すように、集積回路チップ１８に内蔵されるドライバ回路に電気的に接続
される。
【００２９】
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　外側信号線４３（第２部分５０）が形成された領域では、図６及び図７に示すように、
基板１２には複数の膜が積層されている。複数の膜は、半導体膜５２（例えばポリシリコ
ン膜）を含む。半導体膜５２は、図示しない位置で、薄膜トランジスタ（図４に示すスイ
ッチング素子４４）の一部を構成する。半導体膜５２はゲート絶縁膜５４で覆われており
、薄膜トランジスタは、ゲート絶縁膜５４上にゲート電極（図示せず）を有する。ゲート
絶縁膜５４上には層間絶縁膜５６が形成されている。本実施形態では、第２部分５０（図
５）は、半導体膜５２から形成されている。具体的には、第２部分５０は、ポリシリコン
からなる。
【００３０】
　本実施形態によれば、第２部分５０は、第１部分４８よりも電気抵抗が高い。つまり、
外側信号線４３の一部の電気抵抗が高くなっている。したがって、内側信号線４１に伝達
される信号は、外側信号線４３を通るときに第２部分５０の電気抵抗の高さによって遅延
する。信号の遅延により、内側信号線４１とのカップリング容量Ｃの影響を受ける共通電
極３８の電位変動のピークレベルを下げる。これにより、基準電位に設定される共通電極
３８の電位変動を抑えることができる。
【００３１】
　第２部分５０（半導体膜５２）は、絶縁膜（ゲート絶縁膜５４及び層間絶縁膜５６）に
覆われている。絶縁膜（ゲート絶縁膜５４及び層間絶縁膜５６）には、第２部分５０（半
導体膜５２）を露出する複数のコンタクトホール５８が、第２部分５０の長さ方向（図５
参照）に間隔をあけて形成されている。コンタクトホール５８を介して第２部分５０との
電気的な接続が可能になっている。第２部分５０の長さ方向に離れた２つのコンタクトホ
ール５８を介して、第２部分５０の離れた２個所を電気的に接続すれば、その離れた２個
所間の電気抵抗を下げることができる。なお、図５の例では、第２部分５０の幅方向に２
つのコンタクトホール５８が並んでいるが、これは第２部分５０との電気的な接続を確実
にするためのものである。
【００３２】
　本実施形態では、第２部分５０の離れた２個所の電気的接続はなされていないが、それ
ぞれのコンタクトホール５８で第２部分５０に電気的に接続するように、絶縁膜（層間絶
縁膜５６）の上からコンタクトホール５８内にわたって導電層６０が形成されている。つ
まり、第２部分５０の絶縁膜からの露出部がそれぞれ導電層６０によって電気的に接続さ
れている。導電層６０は、第２部分５０の材料よりも電気抵抗率の低い材料（例えば金属
）からなる。そして、導電層６０の形状を変更するだけで、第２部分５０の離れた２個所
の電気的接続が可能になる。詳しくは以下の変形例で説明する。導電層６０の上には、無
機パッシベーション膜６２、有機パッシベーション膜６４及び他の無機パッシベーション
膜６６が順に積層されている。
【００３３】
［変形例］
　図８は、図５に示す実施形態の変形例１を示す図である。図９は、図８に示す領域のIX
－IX線断面図である。この例では、絶縁膜の上に導電層１６０が形成されている。導電層
１６０は、第２部分１５０の長さ方向に離れた２つ以上のコンタクトホール１５８を通る
ように形成されている。導電層１６０はコンタクトホール１５８で第２部分１５０に電気
的に接続する。つまり、第２部分１５０の長さ方向に離れた２つ以上のコンタクトホール
１５８で、第２部分１５０の長さ方向に離れた個所が導電層１６０によって電気的に接続
されている。導電層１６０は、第２部分１５０よりも電気抵抗が低いので、導電層１６０
によって、第２部分１５０の離れた２個所の間の電気抵抗を下げることができる。電気抵
抗を下げることで、第２部分１５０の電気抵抗の高さによる信号の遅延の程度を調整する
ことができる。
【００３４】
　導電層１６０は、第２部分１５０の任意の長さ離れた個所を電気的に接続することがで
き、任意の数のコンタクトホール１５８で第２部分１５０と電気的に接続することができ
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る。例えば、図８には、第２部分１５０の長さ方向に第１距離ｄ１を以て離れた２つのコ
ンタクトホール１５８で第２部分１５０と電気的に接続する導電層１６０ａと、他の第２
部分１５０の長さ方向に第２距離ｄ２を以て離れた一対のコンタクトホール１５８及びそ
の間に位置する１つのコンタクトホール１５８で第２部分１５０と電気的に接続する導電
層１６０ｂと、さらに他の第２部分１５０の長さ方向に第３距離ｄ３を以て離れた一対の
コンタクトホール１５８及びその間に位置する複数（２つ）のコンタクトホール１５８で
第２部分１５０と電気的に接続する導電層１６０ｃと、が示されている。
【００３５】
　図１０は、図５に示す実施形態の変形例２を示す図である。この例では、いずれかのコ
ンタクトホール２５８で第２部分２５０に接触するように絶縁膜の上に放熱層２６８が形
成されている。放熱層２６８は、大きいほど放熱性が高くなる。放熱層２６８は、第２部
分２５０の材料よりも熱伝導率が高い材料からなる。放熱層２６８が導電層であってもよ
い。
【００３６】
　図１１は、図５に示す実施形態の変形例３を示す図である。図５に示す例では第２部分
５０は屈曲部を有することで長くなって全体的な電気抵抗を高くしてあるが、図１１に示
す例では第２部分３５０は直線を描くように真っ直ぐに延びているので比較的電気抵抗は
低くなる。
【００３７】
　図１２は、図５に示す実施形態の変形例４を示す図である。図５に示す例では第２部分
５０は互い違いに凸部を形成するように屈曲しているが、図１２に示す例では第２部分４
５０は、同じ方向に凸部を形成するように屈曲している。
【００３８】
　図１３は、図５に示す実施形態の変形例５を示す図である。図５に示す第２部分５０で
は、第２部分５０の長さ方向に離れた一対のコンタクトホール５８の間で１つの凸部が形
成されるように屈曲するのに対して、図１３に示す第２部分５５０では、第２部分５５０
の長さ方向に離れた一対のコンタクトホール５５８の間で複数（例えば２つ）の凸部が形
成されるように屈曲する。複数の凸部は、図１３に示すように相互に反対方向に突出する
ように形成されてもよいし、同じ方向に突出するように形成されていてもよい。
【００３９】
　図１４は、図５に示す実施形態の変形例６を示す図である。この例では、第２部分６５
０は、第２部分６５０の長さ方向に離れた一対のコンタクトホール６５８の間で、クラン
ク状に屈曲している。
【００４０】
［第２の実施形態］
　図１５は、本発明の第２の実施形態に係る表示装置が有する表示パネルの基板を示す図
である。図１６は、画像を表示するための回路を示す図である。
【００４１】
　表示装置は、画像表示領域７３２を有する基板７１２を有する。画像表示領域７３２の
内側に内側信号線７４１が形成され、画像表示領域７３２の外側に外側信号線７４３が形
成されている。画像表示領域７３２の内側及び外側を通るようにコモン線７４０が形成さ
れている。
【００４２】
　本実施形態に係る表示装置は、図４に示す第１の実施形態で説明した画素電極３６と共
通電極３８を有し、画素電極３６と共通電極３８の間に生じる電界を利用した光の制御で
画像を表示する。その詳細は上記第１の実施形態で説明した通りであり、内側信号線４１
と共通電極３８との間にカップリング容量Ｃが形成される点も共通である。
【００４３】
　図１６に示すように、本実施形態に係る表示装置は、ＲＧＢ選択回路７７２を有する点
で第１の実施形態と相違する。ＲＧＢ選択回路７７２によって、外側信号線７４３の数を



(9) JP 6022805 B2 2016.11.9

10

20

30

40

50

減らすことができる。
【００４４】
　詳しくは、ＲＧＢ選択回路７７２は、ｍ（図１６ではｍ＝６）個のスイッチング素子７
４４を有する。スイッチング素子７４４は、内側信号線７４１と外側信号線７４３との電
気的な導通及び遮断を切り替える。スイッチング素子７４４には、制御線７７０から制御
信号が入力される。制御線７７０に制御信号が入力されることで、スイッチング素子７４
４が外側信号線７４３と内側信号線７４１を接続する。
【００４５】
　制御線７７０の数は、ｎ（図１６ではｎ＝３）本である。ｍ個のスイッチング素子７４
４は、制御線７７０と同じ数のｎ個ごとにグループ化されている。各グループのｎ個のス
イッチング素子７４４は、それぞれ異なる制御線７７０で制御される。ｍ個のスイッチン
グ素子７４４のそれぞれに、ｍ本の内側信号線７４１の１本が電気的に接続される。各グ
ループのｎ個のスイッチング素子７４４に電気的に接続するように、（ｍ／ｎ）本の外側
信号線７４３のそれぞれ（１本）は、ｎ本に分岐している。ｎ本の制御線７７０の１つに
制御信号が入力されることで、各グループの１つのスイッチング素子７４４が、１本の外
側信号線７４３と１本の内側信号線７４１を接続する。
【００４６】
　１本の走査線（図示せず）に沿って並ぶ複数の画素は、赤色の画素Ｒ１，Ｒ２，…、緑
色の画素Ｇ１，Ｇ２，…、青色の画素Ｂ１，Ｂ２，…を有する。制御線７７０は、ＲＧＢ
選択回路７７２に接続されており、いずれかの色を選択するようになっている。そのため
、画素の色の数（ＲＧＢの３色）と制御線７７０の数が同じになっている。制御線７７０
によって、いずれかの色が選択されると、その色の画素に、信号線７４２（外側信号線７
４３）から信号が入力される。
【００４７】
　例えば、赤の画素Ｒ１，Ｒ２が選択されると制御線７７０Ｒに制御信号が入力され、ス
イッチング素子７４４Ｒ１及びスイッチング素子７４４Ｒ２がオンになって、外側信号線
７４３ａと内側信号線７４１Ｒ１を接続し、外側信号線７４３ｂと内側信号線７４１Ｒ２

を接続する。このとき、外側信号線７４３ａ及び外側信号線７４３ｂには、それぞれ、赤
の画素Ｒ１，Ｒ２に対応した信号が入力されており、信号に応じて赤の画素Ｒ１，Ｒ２が
表示される。
【００４８】
　緑の画素Ｇ１，Ｇ２が選択されると制御線７７０Ｇに制御信号が入力され、スイッチン
グ素子７４４Ｇ１及びスイッチング素子７４４Ｇ２がオンになって、外側信号線７４３ａ
と内側信号線７４１Ｇ２を接続し、外側信号線７４３ｂと内側信号線７４１Ｇ１を接続す
る。このとき、外側信号線７４３ａ及び外側信号線７４３ｂには、それぞれ、緑の画素Ｇ

１，Ｇ２に対応した信号が入力されており、信号に応じて緑の画素Ｇ１，Ｇ２が表示され
る。
【００４９】
　青の画素Ｂ１，Ｂ２が選択されると制御線７７０Ｂに制御信号が入力され、スイッチン
グ素子７４４Ｂ１及びスイッチング素子７４４Ｂ２がオンになって、外側信号線７４３ａ
と内側信号線７４１Ｂ１を接続し、外側信号線７４３ｂと内側信号線７４１Ｂ２を接続す
る。このとき、外側信号線７４３ａ及び外側信号線７４３ｂには、それぞれ、青の画素Ｂ

１，Ｂ２に対応した信号が入力されており、信号に応じて青の画素Ｂ１，Ｂ２が表示され
る。
【００５０】
　図１７は、制御線７７０を示す図である。制御線７７０は、第１部分７４８と第２部分
７５０とを含む。第１部分７４８は、金属などの電気抵抗率が低い材料から形成されてお
り、その材料は内側信号線７４１と同じ材料であってもよい。第２部分７５０は、第１部
分７４８よりも電気抵抗が高い。この例では、第２部分７５０は、第１部分７４８よりも
細く（幅が狭くなるように）形成されることで、電気抵抗を高くしてある。したがって、
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第２部分７５０は、第１部分７４８と同じ材料（例えば金属）で形成されている。このこ
とは、第１の実施形態にも適用可能である。逆に、第１の実施形態で説明したように、第
２部分７５０を、第１部分７４８又は内側信号線７４１よりも電気抵抗率の高い材料（例
えばポリシリコンなどの半導体材料）から形成してもよい。
【００５１】
　本実施形態によれば、スイッチング素子７４４に入力される制御信号は、制御線７７０
を通るときに第２部分７５０の電気抵抗の高さによって遅延する。制御信号の遅延より、
スイッチング素子７４４の動作が遅くなるので、内側信号線７４１に伝達される信号が遅
延する。これにより、内側信号線７４１とのカップリング容量の影響を受ける共通電極（
図示せず）の電位変動のピークレベルが下がるので、基準電位に設定される共通電極（図
示せず）の電位変動を抑えることができる。
【００５２】
［変形例］
　図１８は、第２の実施形態の変形例１を示す図である。この例では、第２部分８５０に
電気的に接続するように導電層８６０が形成されている。詳しくは、第２部分８５０が金
属で形成されていても細くなっていることで電気抵抗が高いが、第２部分８５０の長さ方
向に離れた２つ以上のコンタクトホール８５８で、第２部分８５０の長さ方向に離れた個
所が導電層８６０によって電気的に接続されている。導電層８６０は第２部分８５０より
も幅が広いので電気抵抗が低くなる。そのため、導電層８６０によって、第２部分８５０
の離れた２個所の間の電気抵抗を下げることができる。電気抵抗を下げることで、第２部
分８５０の電気抵抗の高さによる信号の遅延の程度を調整することができる。
【００５３】
　図１９は、第２の実施形態の変形例２を示す図である。この例でも、導電層９６０は、
第２部分９５０の任意の長さ離れた個所を電気的に接続することができ、任意の数のコン
タクトホール９５８で第２部分９５０と電気的に接続することができる。例えば、図１９
には、第２部分９５０の長さ方向に第１距離ｄ１１を以て離れた２つのコンタクトホール
９５８で第２部分９５０と電気的に接続する導電層９６０ａと、他の第２部分９５０の長
さ方向に第２距離ｄ２２を以て離れた一対のコンタクトホール９５８及びその間に位置す
る１つのコンタクトホール９５８で第２部分９５０と電気的に接続する導電層９６０ｂと
、さらに他の第２部分９５０の長さ方向に第３距離ｄ３３を以て離れた一対のコンタクト
ホール９５８及びその間に位置する複数（２つ）のコンタクトホール９５８で第２部分９
５０と電気的に接続する導電層９６０ｃと、が示されている。
【００５４】
　本発明は、上述した実施形態に限定されるものではなく種々の変形が可能である。例え
ば、実施形態で説明した構成は、実質的に同一の構成、同一の作用効果を奏する構成又は
同一の目的を達成することができる構成で置き換えることができる。
【符号の説明】
【００５５】
　１０　表示パネル、１２　基板、１４　基板、１６　偏光板、１８　集積回路チップ、
２０　フレキシブル配線基板、２２　タッチパネル、２４　粘着層、２６　フレキシブル
配線基板、２８　カバー基板、３０　遮光膜、３２　画像表示領域、３４　走査回路、３
６　画素電極、３８　共通電極、４０　コモン線、４１　内側信号線、４２　信号線、４
３　外側信号線、４４　スイッチング素子、４６　走査線、４８　第１部分、５０　第２
部分、５２　半導体膜、５４　ゲート絶縁膜、５６　層間絶縁膜、５８　コンタクトホー
ル、６０　導電層、６２　無機パッシベーション膜、６４　有機パッシベーション膜、６
６　無機パッシベーション膜、１５０　第２部分、１５８　コンタクトホール、１６０　
導電層、２５０　第２部分、２５８　コンタクトホール、２６８　放熱層、３５０　第２
部分、４５０　第２部分、５５０　第２部分、５５８　コンタクトホール、６５０　第２
部分、６５８　コンタクトホール、７１２　基板、７３２　画像表示領域、７４０　コモ
ン線、７４１　内側信号線、７４２　信号線、７４３　外側信号線、７４４　スイッチン
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グ素子、７４８　第１部分、７５０　第２部分、７７０　制御線、７７２　ＲＧＢ選択回
路、８５０　第２部分、８５８　コンタクトホール、８６０　導電層、９５０　第２部分
、９５８　コンタクトホール、９６０　導電層。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】

【図１１】
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【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【図１７】 【図１８】

【図１９】
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